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요약

    
수평 편향 회로는 리트레이스 기간 동안 리트레이스 공진 회로를 형성하기 위하여 리트레이스 캐패시터(C1a)에 결합된 
수평 편향 권선을 포함한다. S자 형성 캐패시터(Cs)는 트레이스 기간 동안 편향 권선과 S자 형성 캐패시터를 포함하는 
제1 트레이스 공진 회로를 형성하기 위하여 편향 권선에 결합된다. 제1 스위칭 트랜지스터(Q1)는 수평 편향 주파수(
HORIZONTAL)와 관련된 주파수에서 동기 제1 신호(50)에 응답하고 그 동기 신호와 동기하여 편향 권선에서 편향 전
류(iy)를 발생하기 위하여 편향 권선에 결합된다. 제2 스위칭 트랜지스터(Q2)는 상기 제1 신호에 응답하고 트레이스 
기간의 제1 부분(도3a-3c의 (T1 & T2)외의 트레이스 부분) 동안 제1 스위칭 상태(OFF)를 지니고, 트레이스 기간
의 제2 부분(T1 & T2) 동안 제2 스위칭 상태(ON)를 지닌다. 제2 스위칭 트랜지스터는 트레이스 기간의 제2 부분 동
안 제2 트레이스 공진 회로를 형성하기 위하여 S자 형성 캐패시터를 변조 인덕터(Lx)와 변조 캐패시터(Cx)에 결합한
다. 트레이스 기간의 제2 부분의 길이는 변조 S자 형성 보정을 제공하기 위하여 S자 형성 캐패시터에 전류를 변조하는 
것과 같은 방법으로 수직 레이트 파라볼릭 방식으로 변조된다.
    

대표도
도 1

명세서
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도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명에 따른 편향 회로를 간단하게 나타낸 개략도이다.

도 2a, 도 2b 및 도 2c는 도 1의 회로의 동작 모드를 설명하는데 유용한 파형을 도시한다.

도 3a, 도 3b 및 도 3c는 도 1의 회로의 동작에 대한 다른 모드를 설명하는데 유용한 파형을 도시한다.

도 4는 도 1의 스위칭 배열에 대한 다른 예를 도시한다.

도 5a, 도 5b 및 도 5c는 다른 스위칭 배열을 지니는 도 1의 회로의 다른 동작 모드를 도시한다.

도 6은 도 1의 회로를 더 상세하게 도시하는 개략도이다.

도 7은 도 2a, 도 2b 및 도 2c와 관련된 도 1의 스위칭 배열에 대한 다른 예를 도시한다.

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 예컨대 내부 핀쿠션 또는 내부 배럴형 래스터 왜곡 보정과 같은 래스터 왜곡 보정을 제공하는 음극선관(CR
T)용 수평 편향 회로에 관한 것이다.

수평 편향 회로는 일반적으로 공진 트레이스 및 리트레이스 원리(resonant trace and retrace principles)를 이용한
다. 리트레이스 동안, 편향 회로는 플라이백 변압기 1차 권선으로부터 편향 회로에 에너지를 저장하기 위하여 고주파 
병렬 공진 회로를 형성한다. 리트레이스는 편향 회로를 신속하게 복귀시킨다.

트레이스 기간 동안, 편향 스위치는 트레이스 공진 주파수를 지니고 편향 권선 및 S자 형성 캐패시터로 구성되는 저주
파 트레이스 공진 회로를 제공한다. 결과적으로, 에너지는 요크에서 S자 형성 캐패시터로 순환하고, 하나의 트레이스 
주기가 종료하기 전에 다시 요크로 되돌아간다. 편향 권선과 S자 형성 캐패시터를 포함하는 공진 회로는 트레이스 공진 
주파수에서 편향 전류의 사인파형 성분을 발생한다.

S자 형성 캐패시터의 값은 편향 전류의 S자형을 결정한다. 따라서, S자 형성 캐패시터의 선택으로 수평 선형성을 개선
할 수 있다. S자 형성 캐패시터 양단의 전압은 코사인 형상이다. 그 진폭은 트레이스의 중심에서 편향 전류가 0일때 가
장 크다.

    
내부 래스터 왜곡에 대한 보정은, 래스터 디스플레이의 수직축을 따른 거리, 즉 래스터의 상부면에서 중심까지 그리고 
중심에서 래스터의 하부면에 이르는 거리의 함수로 S자형을 변조시킬 것을 요구한다. 이것은 수평 레이트에서 변화하
는 S자 형성 캐패시터 양단에 걸리는 전압 성분의 피크-대-피크 진폭 성분을 변조시킴으로써 달성된다. 변조 전압은 
또한 수평 편향 권선의 양단에 발생하고, 편향 전류를 변조시킨다. 110도 이상의 편향각을 지니는 CRT는 내부 핀쿠션 
또는 내부 배럴형 왜곡 중 어느 것이건 보정하기 위하여, 트레이스 공진 주파수가 CRT의 전자 빔의 수직 위치에 따라 
변화할 것을 필요로 한다.
    

    
본 발명의 구성에 따르면, 인덕터-캐패시터(LC)-네트워크를 트레이스 기간으리 일부분 동안 조절 가능한 스위칭 트
랜지스터를 통하여 S자 형성 캐패시터와 결합시킴으로써 래스터 보정을 조절할 수 있다. LC-네트워크는 제2 트레이스 
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공진 회로를 형성한다. 제2 트레이스 공진 회로에서 전류 형상은 제어 가능한 스위칭 트랜지스터의 도통 시간과 동일한 
기간에 거의 사인파 형상이 된다. 제어 가능한 스위칭 트랜지스터의 도통 시간을 제어함으로써, LC-네트워크에서 주파
수와 전류의 양이 선택된다. 그 결과 편향 전류의 형상은 LC-네트워크에서 거의 사인파에 가까운 제어된 전류와 S자 
형성 캐패시터의 전류를 합한 것이 된다.
    

    발명이 이루고자 하는 기술적 과제

    
본 발명에 따른 편향 장치는, 리트레이스 기간 동안 리트레이스 공진 회로를 형성하기 위하여 리트레이스 캐패시턴스에 
결합되고, 트레이스 기간 동안 편향 권선과 트레이스 캐패시터를 포함하는 제1 트레이스 공진 회로를 형성하기 위하여 
트레이스 캐패시터에 결합되는 편향 권선을 포함한다. 제1 스위칭 반도체는 제1 편향 주파수와 관련된 주파수에서 동기 
제1 신호에 응답하고, 편향 권선에 결합되어 동기 신호에 동기하여 편향 권선에 편향 전류를 발생한다. 변조 인덕터가 
트레이스 기간 동안 제2 공진 트레이스 공진 회로에 결합된다. 제2 편향 주파수와 관련된 주파수에서 변조 제2 신호의 
소스가 제공된다. 제2 스위칭 반도체가 제1 및 제2 신호에 응답하여, 트레이스 기간의 제1 부분 동안에 제1 스위칭 상
태를 지니고, 트레이스 기간의 제2 부분 동안에 제2 스위칭 상태를 지니게 된다. 트레이스 기간의 제1 및 제2 부분은 
제2 신호에 따라 변화한다. 제2 스위칭 반도체는 변조 인덕터 및 트레이스 캐패시터에 변조 전류를 발생하기 위하여 변
조 인덕터에 결합된다. 여기에서, 변조 전류는 래스터 왜곡 보정을 제공하기 위한 제2 신호에 따라 트레이스 캐패시터 
내에 걸리는 전압을 변조한다.
    

    발명의 구성 및 작용

    
도 1은 본 발명에 따른 편향 회로(100)를 간단하게 나타낸 개략도이다. 편향 회로(100)는 예컨대 31.5 ㎑와 같은 수
평 주파수에서 동작한다. 편향 회로(100)는 일정한 직류 전류(DC) 공급 전압(B+)의 소스에 결합된 1차 권선(W1)을 
포함한다. 종래의 플라이백 트랜스(T)의 권선(W1)은 또한 수평 출력의 콜렉터 단자(51) 또는 스위칭 트랜지스터(Q
1)에 결합된다. 트랜지스터(Q1)의 베이스는 약 50%의 듀티 사이클을 지니는 수평 구동 신호(50)에 의하여 제어된다. 
트랜지스터(Q1)의 에미터 전압은 공통의 컨덕터 전위 또는 접지에 있다. 제1 리트레이스 캐패시터(Cb)는 트랜지스터
(Q1)의 콜렉터 단자(51)에 결합된다. 단자(51)는 또한 제2 리트레이스 캐패시터(C1a)에 결합된다.
    

캐패시터(C1a)의 단자(52)는 직렬 결합된 제3 리트레이스 캐패시터(C1b)를 통하여 접지에 결합된다. 댐퍼 다이오드
(D1a)는 캐패시터(C1a)와 병렬로 결합된다. 댐퍼 다이오드(D1b)는 캐패시터(C1b)와 병렬로 결합된다. 단자(52)는 
좌-우(East-Weat) 변조 인덕터(Lew)에 결합된다. 인덕터(Lew)는, 좌-우 변조 트랜지스터(Qew)의 콜렉터와 외부 
핀쿠션 왜곡 보정을 제공하도록 종래의 다이오드 변조기를 형성하는 필터 캐패시터(Cew)에 결합된 단자(53)를 지닌
다.

    
트랜지스터(Qew)는 좌-우 래스터 왜곡 보정을 제공하도록 주기(V)를 지니는 수직 레이트 파라볼릭 변조 신호(E/W
-DRIVE)에 의하여 종래의 방법으로 제어된다. 여기에서, 주기(V)는 예컨대 20 밀리초와 같이 텔레비전 표준 규격에 
따른 수직 주기를 나타낸다. 피드백 저항(Rew)은 클래스(A)의 동작을 제공하기 위하여 트랜지스터(Qew)의 콜렉터와 
베이스 사이에 결합된다. 그에 따라, 수직 레이트 파라볼릭 변조 전압(Vm)이 종래의 방법에 따라 인덕터(Lew)의 단자
(53)에 걸린다. 편향 권선(Ly)은 단자(51)와 단자(54) 사이에 결합된다. 종래의 S자 형성 캐패시터(Cs)는 단자(52)
와 단자(54) 사이에 결합된다.
    

    
수평 트레이스의 제1 반(半) 주기 동안, 다이오드(D1a, D1b)는 종래의 방법에 따라 도통하게 되고 자기 에너지가 권
선(W1)에 저장된다. 또한, 편향 전류(ILy)가 다이오드(D1a, D1b)에 흐른다. 수평 트레이스의 제2 반 주기 동안에, 

 - 3 -



공개특허 특2002-0085851

 
트랜지스터(Q1)이 도통하게 되고, 편향 전류(ILy)가 트랜지스터(Q1)에 흐른다. 트레이스의 주기 말미에서, 트랜지스
터(Q1)이 턴 오프되고, 리트레이스 펄스 전압(V1a)이 종래의 방법에 따라 캐패시터(C1a)에 걸리고, 리트레이스 펄스 
전압(V1b)이 캐패시터(C1b)에 걸린다.
    

    
본 발명에 따른 액티브하게 제어되는 트레이스 공진 회로(101)는 단자(52)와 단자(54) 사이에 S자 형성 캐패시터(C
s)와 병렬로 결합된다. 트레이스 공진 회로(101)는 인덕터(Lx), 캐패시터(Cx) 및 제어 가능한 스위칭 배열(300)의 
직렬 배열을 포함한다. 펄스-폭 변조기(PWM)(60)는 제어 가능한 스위칭 배열(300)의 제어 단자(66)에서 위상 변조 
신호(60a)를 발생한다. 입력 신호(IPcor)와 전류 검출기(62)에서 발생하는 피드백 신호(Fb) 사이의 차이에 따라, 신
호(60a)는 제어 가능한 스위칭 배열(300)에서 스위칭 타이밍을 제어한다. 신호(IPcor)는 예컨대 내부 핀쿠션 왜곡을 
보정하기 위한 수직 레이트 보정 파형이다. 신호(Fb)는 제어 트레이스 공진 회로(101)에서 전류(Ix)의 진폭을 나타내
고, 회로(63)에서 입력 신호(IPcor)에서 신호(Fb)를 빼는 연산을 수행하여 PWM(60)을 제어하는 신호 차(63a)를 
발생한다. 추가적인 타이밍 신호(60b)가 동기를 목적으로 PWM(60)에 결합된다. 피드백 신호(Fb)는 큰 보정이 필요
한 경우 동작의 선형성을 개선시킨다.
    

    
액티브하게 제어되는 트레이스 공진 회로(101)의 제1 회로 구성 및 동작 모드에 있어서, 도 1의 캐패시터(Cx)는 330 
㎋으로 선택하고, 인덕터(Lx)는 150 uH로 선택하고, 캐패시터(Cz)는 680 ㎊으로 선택하고, 저항(Rz)는 820 Ω으로 
선택한다. 제어 가능한 스위칭 배열(300)은 트랜지스터(Q2)를 포함한다. 트랜지스터(Q2)는 전류 검출기(62)의 저 
임피던스 경로를 통하여 캐패시터(Cs)의 단자(54)에 결합되는 소스 전류 도통 단자(64)를 지니는 금속 산화물 반도체
(MOS) 트랜지스터이다. 스위칭 트랜지스터(Q2)의 드레인 전류 도통 단자(65)는 인덕터(Lx)와 캐패시터(Cx)를 통
하여 캐패시터(Cs)의 단자(52)에 결합된다. 캐패시터(Cz)는 저항(Rz)와 직렬로 결합되고, 스위칭 관련 과도 전류를 
제거하기 위하여 스위칭 트랜지스터(Q2)의 단자(64) 및 단자(65) 사이에 결합되는 직렬 배열을 형성한다. MOS 트랜
지스터(Q2)를 포함하는 웨이퍼 내에 형성되는 트랜지스터(Q2)와 함께 제조되는 내부 다이오드 (DQ2)의 잔여 역회복 
시간 때문에 캐패시터(Cz)와 저항(Rz)가 필요하게 된다. 전류 검출기(62) 대신, 도시하고 있지는 않지만 전압 검출기
를 트랜지스터(Q2)와 병렬로 결합하여 사용할 수 있다.
    

    
도 3a, 도 3b 및 도 3c는 전류(Ix)가 수직 레이트에서 변조되는 경우를 나타내는 도 1의 회로의 제1 동작 모드를 설명
하는데 유용한 파형을 도시한다. 도 1, 도 3a, 도 3b 및 도 3c에서 유사한 도면 부호는 유사한 구성 요소 또는 유사한 
기능을 나타낸다. 주기(Th)를 지니는 도 3c의 편향 전류(ILy)는 트레이스 부분(ILyt)와 리트레이스 부분(ILyr)을 포
함한다. 도 1의 스위칭 트랜지스터(Q2)는 도 3c의 기간(T1) 동안 도통된다. 도 3c의 트레이스 부분(ILyt) 동안 발생
하는 기간(T1)은 도 3c의 트레이스 부분(ILyt)의 중앙 시간(Ttc)에서 종료한다. 기간(T1) 동안, 도 1의 공진 회로(
101)에서 도 3a의 전압(VCs)이 도 1의 캐패시터(Cs)에 가해지고, 도 1의 회로(101)에서 도 3a의 전류(Ix)의 음의 
부분을 발생한다.
    

    
도 3a의 바로 이어지는 기간(T2)이 중앙 시간(Ttc)에 대하여 기간(T1)과 대칭적으로 발생한다. 도 3a의 바로 이어지
는 기간(T2) 동안, 전류(Ix)의 양의 부분이 발생하고, 도 1의 내부 순방향 도통 역다이오드(DQ2)로 흐른다. 다이오드
(DQ2)는 트랜지스터(Q2)의 동일한 트랜지스터 패키지 내에 포함된다. 합산 기간인 (T1+T2) 동안, 도 3a의 전류(I
x)는 도 3c의 전류(ILy)에 대한 각 수평 사이클에서, 중심 시간(Ttc)에 제로-교차점을 발생하는 거의 사인파 전류 파
형을 지닌다.
    

    
도 1의 펄스-폭 변조 신호(60a)는 도 1의 신호(IPcor)에 따라 수직 레이트 파라볼릭 방법에서 도 3a의 전류(Ix)의 
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기간(T1) 및 기간(T2)의 길이를 변화시킨다. 따라서, 트랜지스터(Q2)에서 전체 도통 시간은 수직 레이트 파라볼릭 
방법으로 변화한다. 그 결과는 전류(Ix)의 진폭 및 수직 레이트 파라볼릭 방법의 공진 주파수의 각 값이 된다. 따라서, 
편향 전류(ILy)가 도 3a의 합산 기간, (T1+T2) 동안 변조된다. 리트레이스 시간 변조가 발생하지 않고 본 명세서에
서 크로스 토크 (cross-talk)라고 말하는 현상인 전류(ILy)의 피크-대-피크 진폭에 미치는 효과를 최소화하는 것이 
바람직하다. 이것은 리트레이스 동안 전류(Ix)가 0이기 때문이다. 크로스 토크가 없다는 것의 효과는 보정 파라미터, 
내부 및 외부 핀쿠션 보정이 독립적으로 가능하다는 것이다.
    

    
도 6은 도 1의 PWM(60)을 상세하게 도시한 개략도이다. 도 6, 도 1, 도 3a, 도 3b 및 도 3c에서 유사한 도면 부호는 
유사한 구성 요소 또는 기능을 나타낸다. 또한, 도 1의 다이오드(DQ2)가 긴 역회복 시간을 지니기 때문에, 트랜지스터
(Q2)의 패키지 밖에 있는 도 6의 신속한 역다이오드(DQ2b)는 도 1의 다이오드(DQ2)의 기능을 수행하기 위하여 트랜
지스터(Q2)에 결합된다. 도 6의 제2 다이오드(DQ2)는 트랜지스터(Q2)와 직렬로 결합된다. 다이오드(DQ2a)는 도 1
의 내부 다이오드(DQ2)의 효과를 제거한다. 따라서, 도 6의 다이오드(DQ2b)는 다이오드(DQ2a)와 트랜지스터(Q2)
의 직렬 배열과 병렬로 결합된다.
    

    
신호(IPcor)는 도시하고 있지 않지만 수직 동기 신호에 동기화되는 수직 레이트 좌-우 파라볼릭 신호이다. 수평 리트
레이스 신호(60b)는, 도시하고 있지 않지만, 종래의 방법에 따르면, 플라이백 트랜스의 제2 권선으로부터 유도되는 약 
200 V의 피크-대-피크 전압에서 양의 수평 리트레이스 펄스가 된다. 전류 검출기(62)의 전류 트랜스(T3)는 전류(I
x)를 도통시키는 제1 권선(T3a)를 포함한다. 제2 권선(T3b)은 브릿지 정류기(DFb)에 결합된다. 브릿지 정류기(DF
b)는 회로(101)에 있어서 전류(Ix)의 진폭에 비례하여 캐패시터(CFb)에 전압(VCFb)를 발생하기 위하여 필터 캐패
시터(CFb)에 결합된다. 전류 트랜스(T3)는 100과 같은 높은 변류비(T3b/T3a)을 지닌다. 전류 트랜스(T3)는 브릿
지 정류기(DFb)를 통하여 인가되는 임피던스를 제1 권선측(T3a)에서 무시할 수 있는 작은 값으로 감소시킨다. 따라
서, 공진 회로(101)는 브릿지 정류기(DFb)를 통하여 로딩시킴으로써 유리하게도 영향을 받지 않게 된다.
    

    
전압(VCFb)는 저항(Rpi1)을 통하여 동작 증폭기(Opa)의 반전 입력 단자인 핀(6)에 결합된다. 동작 증폭기(Opa)의 
반전 입력 단자인 핀(6)에서 직류(DC) 전압 성분은 동작 증폭기(Opa)의 반전 입력 단자인 핀(6)에 결합된 전위차계 
저항(IPIN)에 의하여 조정된다. PWM(60)의 동작 증폭기(OPa)는 좌-우 파라볼릭 신호(IPcor)와 전파(full wave) 
정류된 피드백 전압(VCFb) 사이의 차이를 증폭함으로써 피드백 보상 제어 신호(VOPa)를 제공한다. 안정한 동작에서 
작은 폐루프 에러를 제공하기 위하여 증폭기(OPa)의 고이득 및 저 통과 필터링 특성이 캐패시터(Cpi)와 저항(RPi2)
을 합성한 병렬 배열에 의하여 구축된다.
    

    
톱니파 발생기(103)는 램프 발생 캐패시터(C12)에 결합된 램프 발생 저항(R8)에 의하여 형성된다. 스위칭 트랜지스
터(Q6)는 입력 리트레이스 신호(60b)의 리트레이스 펄스가 발생하는 시간마다 캐패시터(C12)를 방전시키기 위하여 
콜렉터 저항(R7)을 통하여 캐패시터(C12)에 결합된다. 신호(60b)는 커플링 캐패시터(C11)와 캐패시터(C10)을 포
함하는 용량성 분압기를 통하여 트랜지스터 (Q6)의 베이스에 결합된다. 캐패시터(C10)와 클램핑 다이오드(D11)는 
트랜지스터 (Q6)의 베이스-에미터 정션을 가로질러 결합된다. 트랜지스터(Q6)는 도전성 다이오드(D11)에 의하여 수
평 리트레이스의 제2 반파 동안에 비도통 상태가 되도록 힘을 받는다. 캐패시터(C10)은 트레이스의 제1 부분 동안 다
이오드(D1a, D1b)에서의 턴온 과도 전류로 인한 트랜지스터(Q6)의 링잉(ringing) 현상을 방지한다. 이러한 링잉 현
상이 방지되지 않으면 트랜지스터(Q6)가 부적당하게 트리거될 수도 있다.
    

리트레이스 신호(60b)는 증폭기(OPb)의 반전 입력 단자에서 수평 톱니파 전압(VSW)을 발생한다. 결과적으로, 펄스
-폭 변조 전류(ipw)가 발광 다이오드(LED) (OPTOA)에서 발생한다. LED OPTOA는 증폭기(OPb)의 개방 콜렉터 
출력 단자인 핀(7)에 결합되는 캐소드 단자인 핀(3)을 지닌다.
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증폭기(OPb)의 개방 콜렉터 출력 단자(7)가 고임피던스 상태일 때, LED OPTOA에서 전류(ipw)는 0이다. 결과적으
로, 광-결합 증폭기(OPTOB)의 개방 콜렉터 출력인 핀(6)은 고임피던스 상태가 된다. 풀-업 저항(R4)이 광-결합 증
폭기(OPTOB)의 개방 콜렉터 출력인 핀(6)과 트랜지스터(Q5)의 베이스에 결합된다. 따라서, LED OPTOA가 턴 오프
될 때, 트랜지스터(Q5)가 턴 온될 것이다. 트랜지스터(Q5)의 콜렉터는 다이오드(D6)와 저항(R2)을 통하여 트랜지스
터(Q2)의 게이트 단자(66)에 결합된다. 트랜지스터(Q5)가 턴 온될 때, 트랜지스터(Q5)는 트랜지스터(Q2)를 턴 오프
시킨다. 트랜지스터(Q5)의 콜렉터는 또한 풀-업 저항(R3)과 트랜지스터(Q3)의 베이스에 결합된다. 트랜지스터(Q3)
의 에미터는 다이오드(D6)의 애노드에 결합된다. 여기에서, 다이오드(D6)의 캐소드는 트랜지스터(Q3)의 베이스 및 
트랜지스터(Q4)의 콜렉터에 결합된다. 한편, 증폭기(OPb)의 개방 콜렉터 출력 단자(7)가 저임피던스 상태일 때, 전류
(ipw)가 LED OPTOA에 흐른다. 따라서, 트랜지스터(Q5)가 턴 오프될 것이고, 트랜지스터(Q3)가 풀-업 저항(R3)을 
통하여 턴 온할 것이다. 결과적으로, 트랜지스터(Q2)는 저항(R2)를 통하여 턴 온한다.
    

도 3a의 수평 주기(Th)의 각 기간(T1)에 있어서, 도 6의 트랜지스터(Q2)는 전자 빔의 위치가 수직 방향으로 변화함
에 따라 도 3a의 (t1a) 내지 (t1b) 사이의 범위에서 변화하는 순간에 턴 온된다. 대칭적인 동작이 기간(T2) 동안에 수
행된다. 도 6의 트랜지스터(Q2)는 병렬 다이오드(DQ2b)가 도통을 중지하기 전과 리트레이스 기간 동안에 바람직하게 
턴 오프되어야 한다.

    
저항(R3), 트랜지스터(Q3)의 콜렉터, 저항(R4) 및 광-결합 증폭기(OPTOB)에 결합된 공급 전압(VFS)이 전하 저장 
캐패시터(C8)에 발생한다. 전압(VFS)은 캐패시터(Cs)의 단자(54)에 참조 전압이 된다. 공급 전압(VFS)은 캐패시터
(C9)를 통하여 정류기 다이오드(D8)에 용량적으로 결합된 S자 형성 캐패시터(Cs)에서 걸리는 전압(VCS)의 교류(A
C) 전압 성분으로부터 발생한다. 정류기 다이오드(D8)와 정류기 다이오드(D9)는 반파 정류기로서 동작하고 공급 전
압(VFS)을 만들기 위하여 캐패시터(C8)에 전하를 저장한다. 캐패시터(C7)에 병렬로 결합된 제너 다이오드(D10)는 
광-결합 증폭기(OPTOB)를 5V 공급 전압 V5V로 전력을 공급하기 위하여 저항(R5)을 통하여 전압(VFS)에 결합된
다.
    

트레이스의 제2 반파와 리트레이스의 제1 반파 동안, 보호 트랜지스터(Q4)가 캐패시터(C6)와 캐패시터(C5)에 의해서 
형성되는 용량적 분압기를 통하여 턴 온된다. 따라서, 트랜지스터(Q5)는 트랜지스터(Q2)로부터 결합이 해제되고, 트
랜지스터 (Q2)는 턴 오프 상태를 유지한다.

    
다이오드(D12), 다이오드(D13), 다이오드(D14)는 캐패시터(C13)에 보호 전압(V13)을 만든다. 캐패시터(C13)는 
리트레이스의 제1 반파 동안 다이오드(D14)를 통하여 충전된다. 리트레이스의 제2 반파 동안에 캐패시터(C13)는 다
이오드 (D12)와 다이오드(D13)을 통하여 방전된다. 다이오드(D12)가 도통되고 있는 한, LED OPTOA의 전류(ipw)
는 0이다. 결과적으로 광-결합 증폭기(OPTOB)의 출력 단자인 핀(6)는 고임피던스를 형성하고, 트랜지스터(Q5)는 
트랜지스터(Q2)가 턴 오프 상태를 유지하도록 한다.
    

    
연산 증폭기(OPa)의 반전 입력 단자인 핀(6)에 결합된 가변 저항(IPIN)의 조정은 인덕터(Lx)와 캐패시터(Cx)를 통
과하는 전류(Ix)의 평균값을 변화시킨다. 따라서, 정적 또는 비변조 선형 보정이 얻어진다. 다른 방법으로, 주파수-대
-전압 컨버터(600)의 출력 신호(600a)에 의하여 선형성이 조정될 수 있다. 신호(600a)는 수평 레이트 신호(50)의 
주파수 함수로 변화한다. 주파수-대-전압 컨버터(600)는 도시하고 있지 않지만 가변 저항(IPIN)과 등가의 기능을 수
행하는 마이크로프로세서에 의하여 제어되는 디지털-대-아날로그 컨버터 출력 신호에 의해서 실현될 수 있다. 예컨대, 
서로 다르게 선택된 수평 편향 주파수에서 선형성을 유지하기 위하여, 인덕터(Lx)와 캐패시터(Cx)를 통과하는 전류(
Ix)의 평균값은 주파수-대-전압 컨버터(600)를 사용하여 변화될 수 있다. 따라서, 서로 다르게 선택되는 수평 주파수
에서 캐패시터(Cs)에 대하여 서로 다른 값을 선택하는 종래의 스위칭 배열은 유리하게도 회피될 수 있다.
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제2 회로 구성 및 동작 모드에 있어서, 도 1의 캐패시터(Cx)는 470 ㎋로 선택하고, 인덕터(Lx)는 300 uH으로 선택하
고, 캐패시터(Cz)는 470 ㎊으로 선택하고, 저항(Rz)는 1,500 Ω으로 선택한다. 도 1의 제어 가능한 스위칭 배열(30
0)에 스위칭 트랜지스터(Q2)를 포함하는 대신, 도 7의 트랜지스터(Q2')로 대체된다. 트랜지스터(Q2')는 MOS 트랜지
스터이다. 트랜지스터(Q2')의 소스 전류 도통 전극은 도 1의 단자(65)에 결합된다. 도 7의 트랜지스터(Q2')의 드레인 
전류 도통 전극은 도 1의 단자(64)에 결합된다. 도 7의 트랜지스터(Q2')의 게이트 전극은 도 1의 단자(66)에 결합된
다. 도 2a, 도 2b 및 도 2c는 도 1의 회로의 제2 동작 모드를 설명하는데 유용한 파형을 도시한다. 여기에서 각 구성 성
분은 전류(Ix)가 수직 레이트에서 변조되는 경우에 대한 제2 동작 모드와 관련된 위에 기재한 값을 가지고 있다. 도 7, 
도 1, 도 2a, 도 2b, 도 2c, 도 3a, 도 3b 및 도 3c에서 유사한 도면 부호는 유사한 구성 요소를 나타낸다.
    

도 2c의 편향 전류(ILy)는 트레이스 부분(ILyt)과 리트레이스 부분(ILyr)을 지닌다. 도 7의 스위칭 트랜지스터(Q2')
는 도 2a의 기간(T1') 동안 도통된다. 기간(T1')은 도 2c의 트레이스 부분(ILyt) 동안 기간을 시작하고, 도 2c의 리
트레이스 부분(ILyr)의 중앙 시간(Trc)에서 기간을 종료한다.

    
도 2a의 기간(T1') 동안, 도 1의 공진 회로(101)가 캐패시터(Cs)에 전압(VCs)이 인가되고, 도 1의 회로(101)에 있
어서 도 2a의 전류(Ix)의 양의 부분이 발생한다. 중앙 시간(Trc)에 대하여 기간(T1')과 대칭적으로 발생하는 도 2a의 
이어지는 기간(T2') 동안, 도 2a의 전류(Ix)의 음의 부분이 트랜지스터(Q2')의 동일한 패키지 내에 포함된 내부 역다
이오드(DQ2')를 통하여 발생한다. 도 2a의 전류(Ix)는 도 2c의 전류(ILy)의 각 사이클마다, 중앙 시간(Trc)에 교차
하는 제로-교차점을 지니는 거의 사인파와 같은 전류 파형이 된다.
    

도 1의 신호(60a)는 도 1의 신호(IPcor)에 따라 수직 레이트 파라볼릭 방법에서 도 2a의 기간(T1')의 길이를 변화시
킨다. 따라서, 트랜지스터(Q2')의 전체 도통 시간은 파라볼릭 방법의 수직 레이트에서 변화한다. 그 결과 도 1의 회로
(101)의 전류(Ix)의 진폭과 공진 주파수는 수직 레이트 파라볼릭 방법에서 변화한다는 것이다. 결과적으로, 편향 전류
(ILy)는 도 2c의 합성 기간(T1'+T2') 동안 변조된다.

바람직하지 않은 리트레이스 시간 변동을 일으킬 수 있는 외부 핀쿠션 왜곡 보정 신호 E/W-구동의 크로스 토크 효과
는, 리트레이스 동안, 도 2a의 전류(Ix)의 양에 의하여 결정된다. 리트레이스 기간 동안 전류(Ix)의 양은 작다. 따라서, 
외부 핀쿠션 크로스 토크는 유리하게도 작은 값을 초과하지 않는다.

    
제3 회로 구성 및 동작 모드에 있어서, 도 1의 캐패시터(Cx)는 470 ㎋로 선택하고, 인덕터(Lx)는 130 uH으로 선택하
고, 캐패시터(Cz)는 680 ㎊으로 선택하고, 저항(Rz)는 820 Ω으로 선택한다. 도 1의 제어 가능한 스위칭 배열(300)
에 스위칭 트랜지스터(Q2)를 포함하는 대신, 도 4의 직렬로 결합된 MOS 트랜지스터(Q2a)와 MOS 트랜지스터(Q2b)
로 대체된다. 트랜지스터(Q2a)의 드레인 전류 도통 전극은 정션 단자(67)를 통하여 트랜지스터(Q2b)의 드레인 전류 
도통 전극에 결합된다. 트랜지스터(Q2a)의 소스 전류 도통 전극은 도 1의 단자(64)에 결합된다. 도 1의 트랜지스터(
Q2)의 드레인 전류 도통 전극 대신에, 도 4의 트랜지스터(Q2b)의 소스 전류 도통 전극이 단자(65)에 결합된다. 도 4
의 트랜지스터(Q2a, Q2b)의 각 게이트 전극이 도 1의 단자(66)에 결합된다.
    

도 5a, 도 5b 및 도 5c는 도 1의 회로(100)에 있어서 제3 동작 모드를 설명하는데 유용한 파형을 도시한다. 여기에서 
각 구성 성분은 예를 들어, 전류(Ix)가 일정한 레이트에서 변조되는 경우에 대한 제3 동작 모드와 관련된 위에 기재한 
값을 가지고 있다. 도 1, 도 2a, 도 2b, 도 2c, 도 3a, 도 3b, 도 3c, 도 4, 도 5a, 도 5b 및 도 5c에서 유사한 도면 부호
는 유사한 구성 요소 또는 기능을 나타낸다.

    
제3 동작 모드에 있어서, 도 4의 스위칭 트랜지스터(Q2a)와 트랜지스터(Q2b)의 순방향 바이어스 내장 다이오드(DQ
2b)는 직렬로 접속되고, 도 5a의 기간(T1" ) 및 바로 이어지는 부분(T2" ) 동안에 도통한다. 기간(T1" ) 및 바로 이
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어지는 기간(T2" )은 도 5c의 트레이스 기간(ILy) 동안 발생한다. 기간(T2" )는 도 5c의 트레이스 부분(ILy)의 중앙 
시간(Ttc)에 전에 종료한다. 도 4의 스위칭 트랜지스터 (Q2b)와 트랜지스터(Q2a)의 순방향 바이어스 내장 다이오드
(DQ2c)는 직렬로 접속되고, 도 5a의 기간(T3" ) 및 바로 이어지는 기간(T4" ) 동안에 도통한다. 기간(T3" ) 및 바로 
이어지는 기간(T4" )도 또한 도 5c의 트레이스 부분(ILy) 동안 발생한다. 기간(T2" )과 기간(T3" ) 사이에 발생하는 
기간(T5" ) 동안 도 4의 트랜지스터(Q2a)와 트랜지스터(Q2b) 중 어느 것도 도통하지 않도록, 기간(T3" )는 도 5c의 
트레이스 부분(ILy)의 이어지는 중앙 시간(Ttc)에서 기간을 시작한다. 기간(T4" )은 도 5c의 트레이스 부분(ILyt)이 
끝나기 전에 종료한다.
    

    
도 5a의 기간(T1" , T2" ) 동안, 도 1의 공진 회로(101)에 있어서 캐패시터 (Cs)에 전압(VCs)이 인가된다. 따라서, 
도 1의 회로(101)에 있어서 도 5a의 전류(Ix)의 음의 부분이 발생한다. 전류(Ix)의 음의 부분은 도 5a의 기간(T1" , 
T2" ) 동안, 사인파 파형이 180도와 360도 사이에서 변화하는 것과 같은 방법으로 변화한다. 마찬가지로, 중앙 시간(
Ttc)에 대하여 기간(T1" , T2" )과 각각 대칭적으로 발생하는 도 5a의 기간(T3" , T4" ) 동안, 도 5a의 전류(Ix)의 
양의 부분이 발생한다. 전류(Ix)의 양의 부분은 도 5a의 기간(T3" , T4" ) 동안 사인파 파형이 0도와 180도 사이에서 
변화하는 것과 같은 방법으로 변화한다. 중앙 시간(Ttc)에 대하여 대칭적으로 발생하는 기간(T5" ) 동안, 도 4의 트랜
지스터(Q2a, Q2b)는 모두 턴 오프되고, 도 5c의 전류(Ix)는 0이 된다.
    

구동 신호(60a" )의 파형은 도 5b에 도시한다. 도 4의 트랜지스터(Q2a)는 도 5b의 신호(60a" )가 로우(LOW) 상태
일 때, 순방향으로 도통된다. 반면, 도 4의 트랜지스터(Q2b)는 도 5b의 신호(60a" )가 하이(HIGH) 상태일 때, 순방
향으로 도통된다. 이러한 구동 방법은 외부 핀쿠션 크로스 토크를 최소로 한다. 왜냐 하면, 도 5a의 전류(Ix)가 리트레
이스 기간 동안 0이기 때문이다.

도 1의 전류(Ix)의 수직 레이트 변조를 얻기 위하여, 도시하고 있지 않지만 대칭 회로 제어가 도 5a, 도 5b 및 도 5c에 
도시하고 있지 않은 변조 보정을 제공하는데 필요하다. 변조 보정은 수직 레이트에서 가변량 만큼 도 5b의 구동 신호(
60a" )의 전이 엣지(60a" (A))를 위상 시프트할 것을 필요로 한다. 또한, 구동 신호(60a" )의 전이 엣지(60a" (B))
를 중앙 시간(Ttc)에 대하여 대칭인 반대 방향으로 동일한 양만큼 위상 시프트하여야 한다.

    
제1, 제2 및 제3 동작 모드는 CRT의 스크린 상의 공간 구조적인 에러 분포에 따라 개별적으로 또는 조합하여 실현될 
수 있다. 제1 동작 모드는 수평 트레이스의 중심에서 가장 높은 S자 형성변조를 제공한다. 제2 동작 모드는 수평 트레
이스의 경계 부분에서 가장 높은 S자 형성변조를 제공한다. 제3 동작 모드는 수평 트레이스의 4분기 중 제1 및 제3 사
분기에서 가장 높은 S자 형성변조를 제공한다. 각 동작 모드가 CRT의 스크린의 수직 방향으로 변조를 이용할 수 있기 
때문에, 이러한 동작 모드들은 CRT 어플리케이션에 다양한 솔루션을 제공한다.
    

    발명의 효과

    
본 발명의 구성에 따르면, 인덕터-캐패시터(LC)-네트워크를 트레이스 기간 동안 조절 가능한 스위칭 트랜지스터를 
통하여 S자 형성 캐패시터와 결합시킴으로써 래스터 보정을 조절할 수 있다. LC-네트워크는 제2 트레이스 공진 회로
를 형성한다. 제2 트레이스 공진 회로에서 전류 형상은 제어 가능한 스위칭 트랜지스터의 도통 시간과 동일한 기간에 
거의 사인파 형상이 된다. 제어 가능한 스위칭 트랜지스터의 도통 시간을 제어함으로써, LC-네트워크에서 주파수와 전
류의 양이 선택된다. 그 결과 편향 전류의 형상은 LC-네트워크에서 거의 사인파에 가까운 전류와 S자 형성 캐패시터
의 전류를 합한 것이 된다.
    

(57) 청구의 범위
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청구항 1.

리트레이스 기간 동안 리트레이스 공진 회로를 형성하도록 리트레이스 캐패시터(C1a)에 결합되고, 트레이스 기간 동안 
편향 권선과 트레이스 캐패시터를 포함하는 제1 트레이스 공진 회로를 형성하도록 트레이스 캐패시터(Cs)에 결합되는 
편향 권선(Ly)과,

제1 편향 주파수(HORIZONTAL)와 관련된 주파수에서 동기 제1 신호(50)에 응답하여, 상기 동기 제1 신호에 동기하
여 상기 편향 권선에 편향 전류(ILy)를 발생하기 위하여 상기 편향 권선에 결합되는 제1 스위칭 반도체(Q1)와,

상기 트레이스 기간 동안 제2 트레이스 공진 회로(Lx, Cx)에 결합되는 변조 인덕터(Lx)와,

제2 편향 주파수(VERTICAL)와 관련된 주파수에서 변조 제2 신호(IPcor)를 제공하는 소스를 포함하는 래스터 왜곡 
보정을 지니는 편향 장치에 있어서,

    
상기 제1 및 제2 신호에 응답하여, 상기 트레이스 기간의 제1 부분(도 3a-3c에서 (T1 & T2) 외의 트레이스 부분) 
동안 제1 스위칭 상태(OFF)를 지니고, 상기 트레이스 기간의 제2 부분(T1 & T2) 동안 제2 스위칭 상태(ON)를 지니
며, 상기 제1 및 제2 부분은 상기 제2 신호에 따라 변화하는 제2 스위칭 반도체를 포함하고, 상기 제2 스위칭 반도체는 
상기 변조 인덕터와 상기 트레이스 캐패시터 내에 변조 전류(Ix)를 발생하기 위하여 상기 변조 인덕터에 결합되고, 여
기에서 변조 전류(Ix)는 래스터 왜곡 보정을 제공하기 위하여 상기 제2 신호에 따라 상기 트레이스 캐패시터 내에 걸리
는 전압(VCs)을 변조하는 것을 특징으로 하는 래스터 왜곡 보정을 지니는 편향 장치.
    

청구항 2.

제1항에 있어서, 상기 트레이스 캐패시터 전압(VCs)은 S자 형성보정을 제공하기 위하여 변조되는 것을 특징으로 하는 
래스터 왜곡 보정을 지니는 편향 장치.

청구항 3.

제1항에 있어서, 상기 제2 스위칭 반도체(Q2)의 상기 스위칭 상태를 제어하기 위하여 상기 동기 제1 신호(60b)와 상
기 변조 제2 신호(IPcor)에 응답하는 펄스-폭 변조기(60)를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 래스터 왜곡 보정을 지
니는 편향 장치.

청구항 4.

제1항에 있어서, 상기 트레이스 기간의 상기 제2 부분(도 3a-3c의 (T1 & T2) 참도) 동안 상기 제2 트레이스 공진 
회로(Cx, Lx)를 형성하기 위하여 상기 트레이스 캐패시터(Cs)와 상기 변조 인덕터(Lx)에 결합되는 변조 캐패시터(C
x)를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 래스터 왜곡 보정을 지니는 편향 장치.

청구항 5.

제1항에 있어서, 좌-우 래스터 왜곡 보정을 제공하기 위하여, 수직 편향 주파수와 관련된 주파수에서 변조 제3 신호(
E/W-구동)에 응답하는 좌-우 래스터 왜곡 보정 회로(QEW, Lew)를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 래스터 왜곡 보
정을 지니는 편향 장치.

청구항 6.

제5항에 있어서, 좌-우 래스터 왜곡 보정 회로(QEW, Lew)는 다이오드 변조기를 포함하는 것을 특징으로 하는 래스
터 왜곡 보정을 지니는 편향 장치.
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청구항 7.

제1항에 있어서, 음의 피드백 폐루프에서 상기 제2 스위칭 반도체(Q2)를 제어하기 위하여 상기 변조 제2 신호(IPWR)
와 피드백 신호(Fb)에 응답하는 스위치 제어기(60)를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 래스터 왜곡 보정을 지니는 편
향 장치.

청구항 8.

제7항에 있어서, 상기 피드백 신호(Fb)는 전류 검출기(62)에서 발생하는 것을 특징으로 하는 래스터 왜곡 보정을 지
니는 편향 장치.

청구항 9.

제1항에 있어서, 상기 제2 스위칭 반도체(Q2)는 상기 트레이스 기간(T1 & T2)의 제2 부분 동안 상기 변조 인덕터(
Lx)를 상기 트레이스 캐패시터(Cs)에 결합하고, 상기 트레이스 기간의 제1 부분((T1 & T2) 외부의 트레이스 기간) 
동안 상기 변조 인덕터를 상기 트레이스 캐패시터로부터 결합 해제하는 것을 특징으로 하는 래스터 왜곡 보정을 지니는 
편향 장치.

청구항 10.

제9항에 있어서, 상기 트레이스 기간(도 3a-3c의 (T1 & T2) 참조)의 제2 부분이 상기 트레이스 기간의 중앙에 대하
여 대칭적으로 배치되는 것을 특징으로 하는 래스터 왜곡 보정을 지니는 편향 장치.

청구항 11.

제9항에 있어서, 상기 트레이스 기간의 제2 부분은 각 트레이스 기간 동안 비-연속적인 방법으로 배치되는 것을 특징
으로 하는 래스터 왜곡 보정을 지니는 편향 장치.

청구항 12.

제9항에 있어서, 상기 트레이스 기간의 제2 부분(T1" , T2" , T3" , T4" )이 상기 리트레이스 기간의 중앙에 대하여 
대칭적으로 배치되는 것을 특징으로 하는 래스터 왜곡 보정을 지니는 편향 장치.

청구항 13.

제1항에 있어서, 상기 제1 스위칭 반도체는 제1 스위칭 트랜지스터(Q1)을 포함하고, 상기 제2 스위칭 반도체(Q2)는 
제2 스위칭 트랜지스터를 포함하는 것을 특징으로 하는 래스터 왜곡 보정을 지니는 편향 장치.

청구항 14.

리트레이스 기간 동안 리트레이스 공진 회로를 형성하도록 리트레이스 캐패시터(C1a)에 결합되는 편향 권선(Ly)과,

제1 편향 주파수(HORIZONTAL)와 관련된 주파수에서 동기 제1 신호(50)에 응답하고, 상기 동기 제1 신호에 동기하
여 상기 편향 권선에 편향 전류(iLy)를 발생하도록 상기 편향 권선에 결합되는 제1 스위칭 반도체(Q1)와,

임피던스(Lx, Ly)를 포함하는 래스터 왜곡 보정을 지니는 편향 장치에 있어서,

상기 제1 신호에 응답하여, 트레이스 기간의 제1 부분(도 3a-3c의 (T1 & T2) 외의 트레이스 부분) 동안 제1 스위칭 
상태(OFF)를 지니고, 상기 트레이스 기간의 제2 부분(T1 & T2) 동안 제2 스위칭 상태(ON)를 지니며, 상기 트레이
스 기간의 상기 제2 부분 동안 상기 임피던스에 변조 전류(Ix)를 발생하기 위하여 상기 임피던스와 상기 편향 권선에 
결합되는 제2 스위칭 반도체(Q2)와,
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제2 편향 주파수(VERTICAL)에 관련된 주파수에서 변조 제2 신호(IPcor)를 제공하는 소스와,

상기 변조 제2 신호와 상기 변조 전류를 나타내는 피드백 신호(Fb)에 응답하고, 음의 피드백 폐루프에서 상기 제2 스
위칭 반도체를 제어하기 위하여 상기 제2 스위칭 반도체에 결합되는 변조기(60)

를 포함하는 것을 특징으로 하는 래스터 왜곡 보정을 지니는 편향 장치.

청구항 15.

제14항에 있어서, 상기 임피던스(Lx, Ly)는 변조 S자 형성보정을 제공하는 공진 회로를 형성하기 위하여 S자 형성 캐
패시터(Cs)에 결합되는 변조 인덕터(Lx)를 포함하는 것을 특징으로 하는 래스터 왜곡 보정을 지니는 편향 장치.

도면
도면 1
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도면 2
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도면 4
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